
© BUNDESREPUBLIK © Offenlegungsschrift 

deutschlanp _ DE 19727789 A 1 




DEUTSCHES 
PAT E N TA WIT 



® 



(g) Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
.® Offenlegungstag: 



197 27 789.6 
30. 6.97 
20. 5.98 



® Int. CI. 6 : 

G 1 1 C 29/00 

G 11 C 5/14 
G 11 C 11/401 
//H03K 19/0175 



s 

CM 



UJ 

Q 



(So) Unionsprioritat: 


(72) Erfinder: 


8-306542 18. 11.96 JP 


Itou, Takashi, Tokio/Tokyo, JP 


(fj) Anmelder: 




Mitsubishi Denki K.K., Tqkio/Tokyo, JP 




@ Vertreter: 




Priifer und Kollegen, 81545 Miinchen 





Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prtifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(g) Halbleiterschaltungseinrichtung mit einer internen Spannungsversorgungsschaltung 

® In einem DRAM (dynamischer Direktzugriffsspeicher), 
der einen Spannungsabsenkkonverter (300) aufweist, ist 
ein Treibertransistor (302) in dem Spannungsabsenkkon- 
verter (300) parallel mit einem anderen Treibertransistor 
(303) verbunden, so daG der Treibertransistor (303) als 
Reaktion auf ein Testmodussignal (TE), das durch Erfas- 
sen von WCBR (/WE, /CAS vor /RAS) und eines Adreft- 
schlussels aktiviert ist, selektiy deaktiviert wird. Daher 
kann eine optima I e Gatebreite der Treibertransistoren 
(302, 303) leicht bestimmt werden, wenn der Spannungs- 
absenkkonverter (300) schwingt. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halbleiterschal- 
tungseinrichtung und speziell betrifft sie eine Halbleiter- 
schaltungseinrichtung, die eine exteme Versorgungsspan- 
nung empfangt und die einen normalen Modus und einen 
Testmodus aufweist. 

Eine Halbleiterschaltungseinrichtung, wie zum Beispiel 
ein DRAM (dynamischer Direktzugriffsspeicher) oder ein 
SRAM (statischer Direktzugriffsspeicher), wird momentan 
als eine Halbleiterschaltungseinrichtung zur Verfugung ge- 
stellt. In letzter Zeit wurde auch eine Halbleiterschaltungs- 
einrichtung, die eine interne Versorgungsspannungsschal- 
tung aufweist, die eine interne Versorgungsspannung (z. B. 
3,3 V) durch Absenken einer externen Versorgungsspan- 
nung (z. B. 5 V) erzeugt, derart zur Verfugung gestellt, daB 
der Leistungsverbrauch reduziert wird. 

Fig. 14 ist ein Schaltungsdiagramm, das einen Aufbau ei- 
ner der Anmelderin bekannten internen Spannungsversor- 
gungsschaltung zeigt, die zum Beispiel in einem DRAM be- 
nutzt wird. Wie in Fig. 14 gezeigt ist, enthalt die der Anmel- 
derin bekannte interne Spannungsversorgungsschaltung ei- 
nen Differenzverstarker 3 und einen Treibertransistor 4. Der 
Differenzverstarker 3 weist einen invertierten Eingangsan- 
schluB, der eine Referenzspannung VREF empfangt, und ei- 
nen nicht-invertierten EingangsanschluB, der mit einem in- 
ternen Versorgungsknoten 2 verbunden ist, auf. Das Gate 
des Treibertransistors 4 ist mit einem AusgangsanschluB des 
Differenzverstarkers 3 verbunden und der Treibertransistor 
4 ist zwischen einem externen Versorgungsknoten 1 und 
dern internen Versorgungsknoten 2 geschaltet. 

Bei der oben beschriebenen internen Versorgungsschal- 
tung wird die interne Versorgungsspannung intVCC zu dem 
Differenzverstarker 3 riickgekoppelt, so daB der Differenz- 
verstarker 3 den Treibertransistor derart steuert, daB die in- 
terne Versorgungsspannung intVCC an die Referenzspan- 
nung VREF angeglichen wird. Das heiBt, daB der Differenz- 
verstarker 3 und der Treibertransistor 4 einen Regelkreis bil- 
den. Als Ergebnis liefert diese interne Versorgungsspan- 
nungsschaltung dem internen Versorgungsknoten 2 die in- 
terne Versorgungsspannung intVCC, die geringer ist als die 
externe Versorgungsspannung extVCC. 

Bei der oben beschriebenen interne Versorgungsspan- 
nungsschaltung weist der Treibertransistor 4 wunschenswert 
eine breitere Gatebreite auf, damit viel Strom an den inter- 
nen Versorgungsknoten 2 geliefert wird. Wie in Fig. 15 ge- 
zeigt ist, ist dies deshalb so, da die Treiberfahigkeit des Trei- 
bertransistors 4 verbessert wird, wenn die Gatebreite (W) 
breiterwird. 

Da jedoch ein Ruckkopplungskreis bei der oben beschrie- 
benen interne Versorgungsspannungsschaltung gebildet ist, 
nimmt die Stabilitat gegen Oszillationen ab, wenn der Trei- 
bertransistor 4 eine groBere Gatebreite (W) aufweist. Sornit 
gibt es einen sogenannten KompromiB zwischen der Trei- 
berfahigkeit des Treibertransistors 4 und der Schwingungs- 
stabilitat. . 

Daher wird die Gatebreite (W) des Treibertransistors 4 
bevorzugt so entworfen, daB sie am breitesten ist, solange 
keine Schwingungen verursacht werden. Es kann jedoch 
eine unerwartete Schwingung nach der Herstellung eines 
DRAM-Chips auftreten, da es schwierig ist, durch zum Bei- 
spiel eine Simulation perfekt die optimale Gatebreite (W) 
vorherzusagen, die eine grofie Treiberfahigkeit und erne ver- 
besserte Schwingungsstabilitat aufweist. Auch konnen Va- 
riationen beim HerstellungsprozeB Schwingungen verursa- 

Wenn Schwingungen nach dem Herstellen des DRAM- 
Chips auftreten, wie oben erwahnt, muB die Gatebreite (W) 



eines Treibertransistor so neu entworfen werden, daB sie 
schmaler ist. Es ist jedoch schwierig vorherzusagen, wie 
schmal eine Gatebreite (W) ist, die ausreicht die Schwin- 
gungen zu stoppen. Daher kann eine Schwingung wieder 
5 auftreten, sogar wenn ein neuer Chip durch Uberarbeiten ei- 
ner Maske hergestellt wird. Somit wurde eine Wiederholung 
der Maskenuberarbeitung benotigt, damit die Gatebreite 
(W) des Treibertransistors 4 optimal entworfen wird. 

Obwohl mit dem FEB-ProzeB (ProzeB mit einem fokus- 
10 sierten Ionenstrahl) die optimale Gatebreite (W) derart be- 
wertet bzw. bestimmt werden kann, daB die Wiederholung 
der Maskenuberarbeitung reduziert werden kann, ist es be- 
schwerlich. Auch konnen ungeachtet des vorherigen FIB- 
Prozesses Schwingungen auftreten. 
15 Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Halblei- 
terschaltungseinrichtung zur Verfugung zu stellen, die leicht 
die Stromversorgungsfahigkeit einer internen Versorgungs- 
schaltung optimieren kann. 

Die Aufgabe wird durch Halbleiterspeichervorrichtung 
20 des Anspruches 1 oder 7 gelost. 

Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprii- 
chen angegeben. 

Nach einem Aspekt weist eine Halbleiterschaltungsein- 
richtung, die eine externe Versorgungsspannung empfangt 
25 und die einen Norrnalmodus und einen Testmodus aufweist, 
eine interne Schaltungsanordnung, eine erste interne Versor- 
gungsschaltung, eine zweite interne Versorgungsschaltung, 
eine Erf assungsschaltung und eine Aktivierungs-/Deaktivie- 
rungsschaltung auf. Die interne Schaltungsanordnung ist 
30 mit einem internen Versorgungsknoten verbunden und fuhrt 
einen vorbestimmten Betrieb durch. Die erste interne Ver- 
sorgungsschaltung ist mit einem externen Versorgungskno- 
ten verbunden, der die externe Versorgungsspannung emp- 
fangt, und sie liefert dem internen Versorgungsknoten eine 
35 interne Versorgungsspannung, die geringer ist als die ex- 
terne Versorgungsspannung. Die zweite interne Versor- 
gungsschaltung ist mit dem externen Versorgungsknoten 
verbunden und sie liefert die interne Versorgungsspannung 
an den internen Versorgungsknoten. Die Erfassungsschal- 
40 tung erfaBt einen Testmodus als Reaktion auf ein von auBen 
geliefertes Steuersignal zu einem vorbestimmten Zeitpunkt 
und erzeugt ein erstes Testmodussignal. Die Aktivierung- 
/Deaktivierungsschaltung aktiviert/deaktiviert die zweite in- 
terne Versorgungsschaltung als Reaktion auf das erste Test- 
45 modussignal. 

Daher aktiviert/deaktiviert die Aktivierungs-/DeakUvie- 
rungsschaltung die zweite interne Versorgungsschaltung, 
wenn das Steuersignal zu einem vorbestimmten Zeitpunkt 
geliefert wird. Als Ergebnis kann die Stromversorgungsfa- 
50 higkeit der internen Versorgungsspannung leicht optimiert 

werden. . 

Bevorzugt weist die oben beschriebene Halbleiterscnal- 
tungseinrichtung weiter eine Mehrzahl von AdreBanschlus- 
sen auf, die ein Zeilen- und ein SpaltenadreBsignal empfan- 
55 gen. Die oben beschriebene interne Schaltungsanordnung 
enthalt ein Speicherzellenfeld, einen AdreBpuffer, einen 
Zeilendekoder, einen Spaltendekoder und eine Schreib- 
schaltung. Das Speicherzellenfeld weist eine Mehrzahl von 
Speicherzellen auf, die in Zeilen und Spalten angeordnet 
60 sind. Der AdreBpuffer empfangt das ZeilenadreBsignal als 
Reaktion auf ein ZeilenadreBauslosesignal und empfangt 
das SpaltenadreBsignal als Reaktion auf ein SpaltenadreB- 
auslosesignal. Der Zeilendekoder wahlt eine Zeile des Spei- 
cherzellenfeides als Reaktion auf das ZeilenadreBsignal von 
65 dem AdreBpuffer aus. Der Spaltendekoder wahlt eine Spalte 
des Speicherzellenfeldes als Reaktion auf das SpaltenadreB- 
signal von dem AdreBpuffer aus. Die Schreibschaltung 
schreibt als Reaktion auf ein Schreibfreigabesignal ein Da- 
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tensignal in die Speicherzellen, die in einer Zeile, die durch 
den Zeilendekoder ausgewahlt ist, und in einer Spalte, die 
durch den Spaltendekoder ausgewahlt ist, angeordnet sind. 
Die oben beschriebene Erfassungsschaltung enthalt eine 
Schaltung zum Erzeugen eines zweiten Testmodussignales, 5 
wenn das SpaltenadreBauslosesignal und das Schreibfreiga- 
besignal vor der Aktivierung des SpaltenadreBauslosesigna- 
les aktiviert sind, und eine Schaltung, die zumindest mit ei- 
nem AdreBanschluB verbunden ist und ein erstes Testmo- 
dussignal erzeugt, wenri das zweite Testmodussignal akti- 10 
yiert ist und eine Spannung, die hoher ist als die interne Ver- 
sorgungsspannung, zu dem zumindest einen AdreBanschluB 
geliefert wird. 

Daher wird die zweite interne Versorgungsschaltung akti- 
viert, wenn die Erfassungsschaltung WCBR (AVE, /CAS 15 
vor /RAS) und einen AdreBschlussel erfaBt. Als Ergebnis 
wird ein Ansteigen der ChipgroBe unterdriickt, verglichen 
mit einer AnschluBoption. 

Nach einem anderen Aspekt weist eine Halbleiterschal- 
tungseinrichtung, die eine exteme Versorgungsspannung 20 
empfangt und die einen Normalmodus und einen Testmodus 
aufweist, einen internen Schaltungsaufbau, eine erste und 
zweite interne Versorgungsschaltung, eine Erfassungsschal- 
tung und eine erste und eine zweite Deaktivierungsschal- 
tung auf. Die interne Schaltungsanordnung ist mit einem in- 25 
ternen Versorgungsknoten verbunden urid fuhrt einen vorbe- 
stimmten Betrieb durch. Die erste interne Versorgungsschal- 
tung liefert dem internen Versorgungsknoten eine interne 
Versorgungsspannung, die geringer ist als die externe Ver- 
sorgungsspannung. Die zweite interne Versorgungsschal- 30 
tung ist mit einem externen Versorgungsknoten verbunden 
und sie liefert dem internen Versorgungsknoten die interne 
Versorgungsspannung. Die Erfassungsschaltung erfaBt ei- 
nen Testmodus und erzeugt ein Testmodussignal; Die erste 
Deaktivierungsschaltung deaktiviert voriibergehend die 35 
zweite interne Versorgungsschaltung als Reaktion auf das 
Testmodussignal. Die zweite Deaktivierungsschaltung de- 
aktiviert normalerweise die zweite interne Versorgungs- 
schaltung. 

Daher kann die zweite interne Versorgungsschaltung vor- 40 
ubergehend in dem Testmodus deaktiviert werden und auch 
normalerweise deaktiviert werden. Als Ergebnis kann eine 
Halbleiterschaltungseinrichtung zur Verfugung gestellt wer- 
den, die eine optimierte Stromversorgungsfahigkeit der in- 
ternen Versorgungsspannung aufweist. 45 

Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten der Erfindung 
ergeben aufgrund der Beschreibung von Ausfuhrungsfor- 
men anhand der Figuren. Von den Figuren zeigen: 

Fig, 1 ein Blockdiagramm, das einen Gesamtaufbau eines 
DRAM entsprechend einer ersten Ausfuhrungsform zeigt; 50 

Fig. 2 ein Schaltungsdiagramm, das einen speziellen Auf- 
bau einer internen Versorgungsschaltung in Fig. 1 zeigt; 

Fig. 3 ein Blockdiagramm, das einen Aufbau einer Test- 
moduserfassungsschaltung in Fig. 1 zeigt; 

Fig. 4 ein Schaltungsdiagramm, das einen speziellen Auf- 55 
bau einer WCBR-Erfassungs schaltung in Fig. 3 zeigt; 

Fig. 5 ein Blockdiagramm, das einen speziellen Aufbau 
einer Super- VIH-Erf as sungsschal tung in Fig. 3 zeigt; 

Fig. 6A bis 6D Timingdarstellungen, die einen Betrieb 
der Testmoduserfassungsschaltung von Fig. 3 zeigen; 60 

Fig. 7 ein Schaltungsdiagramm, das einen speziellen Auf- 
bau einer internen Versorgungsschaltung in einem DRAM 
entsprechend einer zweiten Ausfuhrungsform zeigt; 

Fig. 8 ein Schaltungsdiagramm, das einen speziellen Auf- 
bau einer intemen Versorgungsschaltung in einem DRAM 65 
entsprechend einer dritten Ausfuhrungsform zeigt; 

Fig. 9 ein Blockdiagramm, das einen Aufbau einer Test- 
moduserfassungsschaltung zeigt, die fur die interne Versor- 
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gungsschaltung von Fig. 8 benutzt wird; 

Fig. 10 ein Schaltungsdiagramm, das einen speziellen 
Aufbau einer AdreBerfassungsschaltung in Fig. 9 zeigt; 

Fig. 11 A bis llFTimingdiagramme,' die einen Betrieb der 
Testmoduserfassungsschaltung von Fig. 9 zeigen; 

Fig. 12 ein Schaltungsdiagramm, das einen speziellen 
Aufbau einer internen Versorgungsschaltung eines DRAM 
entsprechend einer vierten Ausfuhrungsform zeigt; 

Fig. 13 ein Schaltungsdiagramm; das einen speziellen 
Aufbau einer internen Versorgungsschaltung eines DRAM 
einer funften Ausfuhrungsform zeigt; 

Fig. 14 ein Schaltungsdiagramm, das einen Aufbau einer 
der Anmeldering bekannten intemen Versorgungsschaltung 
in einem DRAM zeigt; 

Fig. 15 ein Diagramm, das eine Beziehung zwischen Ga- 
tebreite, Treiberfahigkeit und Schwingungsstabilitat eines 
Treibertransistors in Fig. 14 zeigt. 

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFUH- 
RUNGSFORMEN 

Hier werden die Ausfuhrungsformen im Detail in Bezug 
zu den Figuren beschrieben. Die gleichen oder entsprechen- 
den Teile in den Figuren werden durch die gleichen Bezugs- 
zeichen bezeichnet. 

Erste Ausfuhrungsform 

Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das einen Gesamtaufbau 
eines DRAM entsprechend der ersten Ausfuhrungsform 
zeigt. Wie in Fig. 1 gezeigt ist, enthalt dieser DRAM ein 
Speicherzellenfeld 10, einen Zeilen- und SpaltenadreBpuffer 
11, einen Zeilendekoder 12, einen Spaltendekoder 13, einen 
Leseverstarker 14, eine Eingabe-AAusgabeschaltung 15, ei- 
nen Eingabepuffer 16, einen Schreibtreiber 17, einen Vor- 
verstarker 18, einen Ausgabepuffer 19, einen /RAS-(Zeilen- 
adreBauslosesignal)Puffer 20, einen /GAS-(SpaltenadreB- 
ausldsesignal)Puffer 21 und einen /WE-(Schreibfreigabesi- 
gnal) Puffer 22. 

Dieser DRAM enthalt weiterhin einen Versorgungsan- 
schluB 23, der eine externe Versorgungsspannung extVCC 
(z. B. 5 V) empfangt, einen MasseanschluB 24, der eine 
Massespannung GND empfangt, einen Steueranschlufi 25, 
der ein externes Zeilenadrefiauslosesignal ext/RAS emp- 
fangt, einen Steueranschlufi 26, der ein externes Spalten- 
adreBauslosesignal ext/CAS empfangt, einen Steueran- 
schlufi 27, der ein externes Schreibfreigabesignal ext/WE 
empfangt, n AdreBanschlusse 28, die Zeilen- und Spalten- 
adreBsignale Al bis An empfangen, und einen Datenein- 
gabe-/Ausgabeanschlufi 29, der ein Datensignal DQ eingibt/ 
ausgibt. 

Das Speicherzellenfeld 10 weist eine Mehrzahl von Spei- 
cherzellen (nicht gezeigt) auf, die in Zeilen und Spalten an- 
geordnet sind. Der AdreBpuff er 11 empfangt ZeilenadreBsi- 
gnale Al bis An als Reaktion auf ein internes ZeilenadreB- 
auslosesignal int/RAS von dem /RAS -Puffer 20 und emp- 
fangt SpaltenadreBsignale Al bis An als Reaktion auf ein in- 
ternes SpaltenadreBauslosesignal int/CAS von dem /CAS- 
Puffer 21. Der Zeilendekoder 12 wahlt eine Zeile (Wortlei- 
tung) des Speicherzellenfeldes 10 als Reaktion auf die Zei- 
lenadrefisignale Al bis An von dem AdreBpuffer U aus. Der 
Spaltendekoder 13 wahlt eine Spalte (Spaltenauswahllei- 
tung, Bitleitung) des Speicherzellenfeldes 10 als Reaktion 
auf die SpaltenadreBsignale Al bis An von dem AdreBpuffer 
11 aus. Der Leseverstarker 14 verstarkt das aus dem Spei- 
cherzellenfeld 10 ausgelesene Datensignal. Die Eingabe- 
/Ausgabeschaltung 15, die ein Spaltenauswahlgatter und ein 
Dateneingabe-/Ausgabeleitungs-paar enthalt, gibt das Da- 
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tensignal an eine durch den Spaltendekoder 13 ausgewahlte 
Spalte ein und gibt das Datensignal von einer durch den 
Spaltendekoder 13 ausgewahlten Spalte aus. Der Eingabe- 
puffer 16 liefert dem Schreibtreiber 17 ein Datensignal DQ, 
das an dem Dateneingabe-/AusgabeanschluB 29 eingegeben 
wird. Der Schreibtreiber 17 liefert das Datensignal DQ zu 
der Eingabe-/Ausgabeschaltung 15 und schreibt als Reak- 
tion auf das interne Schreibfreigabesignal int/WE yon dem 
/WE-Puffer 22 das Datensignal DQ und in die Speicherzel- 
len bzw. die Speicherzelle, die in einer Zeile, die durch den 
Zeilendekoder 12 ausgewahlt ist, und in einer Spalte, die 
durch den Spaltendekoder 13 ausgewahlt ist, angeordnet 

sindbzw. ist. m 

Dieser DRAM enthalt weiterhin eine interne Versor- 
gungsschaltung 30 und eine Testmoduserfassungsschaltung 
31 Die interne Versorgungsschaltung 30 erzeugt erne in- 
terne Versorgungsspannung intVCC (z. B. 3,3 V) durch Ab- 
senken einer extemen Versorgungsspannung extVCC von 
dem VersorgungsanschluB 23 und liefert sie an die mternen 
Schaltungen, wie zum Beispiel das Speicherzellenfeld 10, 
der AdreBpuffer 11, der Zeilendekoder 12, der Spaltendeko- 
der 13 und der Schreibtreiber 17. 

Die Testmoduserfassungsschaltung 31 erfaBt emen Test- 
modus und erzeugt ein Testmodussignal TE, wenn das in- 
terne ZeilenadreBauslosesignal int/RAS, das interne Spal- 
tenadreBauslosesignal int/CAS und das interne Schreibfrei- 
gabesignal intAVE in dem WCBR (AVE, /CAS vor /RAS)- 
Timing geliefert werden und ein vorbestimmter AdreB- 
schliissel bzw. -signal empfangen wird. Die Versorgungsfa- 
higkeit der internen Versorgungsschaltung 30 vamert in Ab- 
hangigkeit von dem Testmodussignal TE. 

Fig. 2 ist ein Schaltungsdiagramm, das einen speziellen 
Aufbau der internen Versorgungsschaltung 30 in Fig. 1 
zeigt. Wie in Fig. 2 gezeigt ist, enthalt die interne Versor- 
gungsschaltung 30 einen Spannungsabsenkkonverter 
(VDC) 300, der mit dem externen Versorgungsknoten 1 ver- 
bunden ist, der die externe Versorgungsspannung extVCC 
empfangt und der eine interne Versorgungsspannung 
intVCC an den internen Versorgungsknoten 2 liefert, und ei- 
nen Treibertransistor 303, der mit dem externen Versor- 
gungsknoten 1 verbunden ist und die interne Versorgungs- 
spannung intVCC an den internen Versorgungsknoten 2 lie- 
fert. Die interne Versorgungsschaltung 30 enthalt weiterhin 
ein Ubertragungsgatter 304, eine Inverterschaltung 305 und 
einen P-Kanal-MOS -Transistor 306, urn den Treibertransi- 
stor 303 als Reaktion auf das Testmodussignal TE zu akti- 
vieren/deaktivieren. ( 

Der Spannungsabsenkkonverter 300 enthalt einen Diffe- 
renzverstarker 301 und ein Treibertransistor 302. Der Diffe- 
renzverstarker 301 weist einen invertierten Eingabean- 
schluB, der eine Referenzspannung VREF empfangt, und ei- 
nen nicht-invertierten EingangsanschluB, der mit dem inter- 
nen Versorgungsknoten 2 verbunden ist, auf. Der Treiber- 
transistor 302 ist ein P-Kanal-MOS-Transistor, dessen Gate 
mit einem AusgabeanschluB des Differenzverstarkers 301 
verbunden ist und der zwischen dem externen Versorgungs- 
knoten 1 und dem internen Versorgungsknoten 2 geschaltet 
ist 

Der Treibertransistor 303 ist ein P-Kanal-MOS-Transi- 
stor, dessen Gate mit dem AusgabeanschluB des Differenz- 
verstarker 301 iiber ein Ubertragungsgatter 304 verbunden 
ist und der zwischen dem externen Versorgungsknoten 1 und 
dem internen Versorgungsknoten 2 geschaltej ist. Das Uber- 
tragungsgatter 304 ist zwischen dem AusgabeanschluB des 
Differenzverstarkers 301 und einem Gate des Treibertransi- 
stors 303 geschaltet und wird eingeschaltet/ausgeschaltet als 
Reaktion auf das Testmodussignal TE. Der P-Kanal-MOS- 
Transistor 306 ist zwischen dem extemen Versorgungskno- 



ten 1 und dem Gate des Treibertransistors 303 geschaltet 
und schaltet den Treibertransistor 303 als Reaktion auf das 
Testmodussignal TE aus, wenn das Ubertragungsgatter 304 
aus ist. 

Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das einen Aufbau des test- 
moduserfassungsschaltung 21 in Fig. 1 zeigt. Wie in Fig. 3 
gezeigt ist, weist die Testmoduserfassungsschaltung 31 eine 
WCBR-Erfassungsschaltung 32 und eine Super- VIH-Erfas- 
sungsschaltung 33 auf. 

Die WCBR-Erfassungsschaltung 32 erzeugt em Testmo- 
dussignal WCBR, wenn das interne SpaltenadreBauslosesi- 
gnal int/CAS und das interne Schreibfreigabesignal intAVE 
vor der Aktivierung des internen ZeilenadreBauslosesignals 
int/RAS aktiviert sind, d. h. wenn die Signale int/RAS, mt/ 
CAS und intAVE in dem WCBR-Timing geliefert werden. 

Die Super-VIH-Erfassungsschaltung 33 ist nut einem 
AdreBanschluB 28 verbunden und erzeugt das Testmodussi- 
gnal TE, wenn das Testmodussignal WCBR aktiviert ist und 
eine Spannung (Super- VIH) an den AdreBanschluB 28 gelie- 
fert wird, die groBer ist als die interne Versorgungsspannung 
intVCC. 

Fig. 4 ist ein Schaltungsdiagramm, das einen speziellen 
Aufbau der WCBR-Erfassungsschaltung 32 zeigt. Wie in 
Fig 4 gezeigt ist, weist die WCBR-Erfassungsschaltung 32 
Inverterschaltungen 310 bis 314, NAND-S chaining 315 bis 
320 und eine NAND-S chaining 321 mit negativer Logik 

^Fig. 5 ist ein Blockdiagramm, das einen speziellen Auf- 
bau der Super-VIH-Erfassungsschaltung 33 in Fig. 3 zeigt. 
Wie in Fig. 5 gezeigt ist, enthalt die Super-VIH-Erfassungs- 
schaltung 33 einen Pegelkonverter 330, der einen Pegel der 
an den AdreBanschluB 28 gelieferten Super- VIH konver- 
tiert, einen Differenzverstarker 331, der ein Testmodussi- 
gnal TE durch Vergleichen einer Ausgabespannung des Pe- 
gelkonverters 330 mit einer Referenzspannung VREF0 er- 
zeugt, und einen N-Kanal-MOS-Transistor 332, der mit ei- 
nem MasseanschluB des Differenzverstarkers 331 verbun- 
den ist und den Differenzverstarker 331 als Reaktion auf das 
Testmodussignal WCBR aktiviert/deaktiviert. 

Als nachstes wird der Betrieb des oben beschriebenen 
DRAM, speziell der Betrieb der internen Versorgungsschal- 
tung 30 und der Testmoduserf assungsschaltung 31 beschrie- 

^Dieser DRAM weist einen Normalmodus und einen Test- 
modus auf und fuhrt einen normalen Betrieb in dem Nor- 
malmodus durch. Da die Testmoduserfassungsschaltung 31 
ein Testmodussignal TE mit L-Pegel (niedrige Logik; inak- 
tiv) in dem Normalmodus liefert, ist das Ubertragungsgatter 
304 in Fig. 2 eingeschaltet und der P-Kanal-MOS -Transi- 
stor 306 ist ausgeschaltet. Als Ergebnis ist der Treibertransi- 
stor 303 mit dem Treibertransistor 302 parallel geschaltet, 
so daB die gesamte wesentliche Gatebreite der Treibertransi- 
storen 302 und 303 breiter wird. Daher weist die interne Ver- 
sorgungsschaltung 30 eine hohe Stromversorgungsfahigkeit 
im Normalmodus auf. 

Wenn der DRAM in dem Normalmodus nach der Herstel- 
lung des DRAM-Chips, der wie oben strukturiert ist, betrie- 
ben wird, kann die interne Versorgungsschaltung 30 auf- 
grund ihrer hohen Stromversorgungsfahigkeit schwingen. 

Wenn die interne Versorgungsschaltung 30 schwingt, 
werden das externe ZeilenadreBauslosesignal ext/RAS, das 
externe SpaltenadreBauslosesignal ext/CAS und das externe 
Schreibfreigabesignal ext/WE in dem WCBR-Timing gelie- 
fert und eine Super- VIH, die grSBer ist als die interne Ver- 
sorgungsspannung intVCC, wird an den AdreBanschluB 28 
als ein AdreBsignal Al geliefert. 

Wie in den Timingdiagrammen Fig. 6 A bis 6D gezeigt ist, 
erzeugt die WCBR-Erfassungsschaltung 32 in Fig. 3 ein 
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Testriiodussignal WCBR mit H-Pegel (logisch hoch; aktiv), 
wenn das interne SpaltenadreBausldsesignal int/CAS und 
das interne Schreibfreigabesignal intAVE beide vor der Ak- 
tivierung des internen ZeilenadreBauslosesignals int/RAS 
zu dem L-Pegel zu einem L-Pegel aktiviert werden. Daher 5 
wird die Super- VIH-Erfassungsschaltung 33 in Fig* 3 als 
Reaktion auf das Testmodussignal WCBR mit H-Pegel akti- 
viert. Da die Super- VIH an dem AdreBanschluB 28 als 
AdreBsignal Al zu dieser Zeit geliefert wird, erzeugt die Su- 
per- VIH-Erfassungsschaltung 33 das Testmodussignal TE 10 
mit H-Pegel. 

Wenn das Testmodussignal TE in einen H-Pegel aktiviert 
wird, wird das Ubertragungsgatter 304 in Fig. 2 ausgeschal- 
tet und der P-Kanal-MOS-Transistor 306 wird eingeschaltet. 
Da der Treibertransistor 303 folglich von dem lYeibertransi- 15 
stor 302 getrennt wird, wird die gesamte wesentliche Gate- 
breite der Treibertransistoren 302 und 303 schmaler. Da der 
P-Kanal-MOS-Transistor 306 ein ist, erreicht das Gate des 
Treibertransistors 303 nie den Zustand hoher Impedanz. Als 
Ergebnis ist der Treibertransistor 303 fast perfekt ausge- 20 
schaltet. 

Wenn die Schwingung in der internen Versorgungsschal- 
tung 30 durch Trennen des Treibertransistors 303, wie oben 
beschrieben, gestoppt wird, wird deutlich, daB die Gate- 
breite des Treibertransistors 302 optimal ist. 25 

Entsprechend der ersten Ausfuhrungsform kann die we- 
sentliche Gatebreite des Treibertransistors durch Empfan- 
gen des WBCR und des AdreBschlussels schmaler gemacht 
werden, ohne eine Maske zu bearbeiten, sogar wenn die in- 
terne Versorgungsschaltung . 30 in einem hergestellten 30 
DRAM- Chip oszilliert. Daher kann die optimale Gatebreite 
der Treibertransistoren nicht durch eine Simulation berech- 
net werden, sondern auf einem aktuellen Chip ohne einer 
muhsamen Arbeit, wie zum Beispiel eines FEB-Prozesses. 
Als Ergebnis kann 'die Gatebreite von Treibertransistoren 35 
einfach optimiert werden, so daB die interne Versorgungs- 
schaltung 30 nicht schwingt und sie eine geeignete Strom- 
versorgungsfahigkeit aufweist. 

Da die wesentliche Gatebreite des Treibertransistors 
durch Empfangen des WCBR und des AdreBschliissels 40 
schmaler gemacht werden kann, wird verglichen mit der 
AnschluBoption oder ahnlichem ein Anstieg der Chipflache 
unterdriickt. { 

Zweite Ausfuhrungsform 45 

Fig, 7 ist ein Schaltungsdiagramm, das einen speziellen 
Aufbau einer internen Versorgungsschaltung in einem 
DRAM entsprechend mit der zweiten Ausfuhrungsform 
zeigt. Wie in Fig. 7 gezeigt ist, enthalt diese interne Versor- . 50 
gungsschaltung einen ersten Spannungsabsenkkonverter 
300, der identisch mit dem Spannungsabsenkkonverter 300 
in Fig. 2 ist, und einen zweiten Spannungsabsenkkonverter 
340 anstatt des Treiberstransistors 303 in Fig. 2. Der zweite 
Spannungsabsenkkonverter 340 enthalt einen Differenzver- 55 
starker 341 und einen Treibertransistor 342. Der Differenz- 
verstarker 341 weist einen invertierten EingabeanschluB, 
der eine Referenzsparinung VREF empfangt, und einen 
nichtinvertierten EingabeanschluB, der mit einem internen 
Versorgungsknoten 2 verbunden ist, auf. Der Treibertransi- 60 
stor 342, dessen Gate mit einem AusgabeanschluB des Dif- 
ferenzverstarkers 341 verbunden ist, ist zwischen einem ex- 
ternen Versorgungsknoten 1 und dem internen Versorgungs- 
knoten 2 geschaltet. 

Diese interne Versorgungsschaltung enthalt weiterhin 65 
eine Inverterschaltung 343, einen N-Kanal-MOS-Transistor 
344, eine Inverterschaltung 345 und einem P-Kanal-MOS- 
Transistor 346, um den Spannungsabsenkkonverter 340 als 



Reaktion auf ein Testmodussignal TE zu aktivieren/deakti- 
vieren. Der N-Kanal-MOS-Transistor 344 ist mit einem Ver- 
sorgungsanschluB (GND-Seite) des Differenzverstarkers 
341 verbunden und wird als Reaktion auf das Testmodussi- 
gnal TE eingeschaltet/ausgeschaltet. Der P-Kanal-MOS- 
Transistor 346 ist zwischen dem externen Versorgungskno- 
ten 1 und einem Gate des Treibertransistors 342 geschaltet 
und schaltet den Treibertransistor 342 als Reaktion auf das 
Testmodussignal TE aus, wenn der Transistor 344 aus ist. 
Das Testmodussignal TE wird durch die Testmoduserfas- 
sungsschaltung 31, die in Fig. 3 gezeigt ist, wie in der oben 
beschriebenen ersten Ausfuhrungsform, erzeugt. 

Wenn ein DRAM mit der oben beschriebenen internen 
Versorgungsschaltung in einem Normalmodus ist, ist das 
Testmodussignal TE in einen L-Pegel inaktiviert. Da der N- 
Kanal-MOS-Transistor 344 an ist und der P-Kanal-MOS- 
Transistor 346 aus ist, ist der zweite Spannungsabsenkkon- 
verter 340 aktiviert. Daher liefem beide Spannungsabsenk- 
konverter 300 und 340 eine interne Versorgungsspannung 
intVCC an den internen Versorgungsknoten 2. 

Wenn die interne Versorgungsschaltung in dem Normal- 
modus schwingt, nimmt der DRAM einen Testmodus wie in 
der ersten Ausfuhrungsform an und ein Testmodussignal TE 
wird auf den H-Pegel aktiviert: Da der N-Kanal-MOS-Tran- 
sistor 344 folglich ausgeschaltet wird und der P-Kanal- 
MOS-Transistor 346 folglich eingeschaltet wird, ist der 
zweite Spannungsabsenkkonverter 340 inaktiv. In diesem 
Fall liefert P-Kanal-MOS-Transistor 346 die externe Versor- 
gungsspannung extVCC an das Gate jtes Treibertransistors 
342, so daB der Treibertransistor 342 fast perfekt aus ist. 

Entsprechend der oben beschriebenen zweiten Ausfuh- 
rungsform wird der zweite Spannungsabsenkkonverter 340 
durch Erfassen von WCBR und des AdreBschliissels inakti- 
viert, so daB die gleichen Ergebnisse wie in der ersten Aus- 
fuhrungsform erzielt werden konnen. 

Dritte Ausfuhrungsform 

Fig. 8 ist ein Schaltungsdiagramm, das einen speziellen 
Aufbau einer internen Versorgungsschaltung in einem 
DRAM entsprechend der dritten Ausfuhrungsform zeigt. 
Wie in Fig. 8 gezeigt ist, enthalt diese interne Versorgungs- 
schaltung zusatzlich zu dem Aufbau von Fig. 2 einen Trei- 
bertransistor 350, der mit einem externen Versorgungskno- 
ten 1 verbunden ist und eine interne Versorgungsspannung 
intVCC an den internen Versorgungsknoten 2 liefert. Diese 
interne Versorgungsschaltung enthalt weiterhin ein Ubertra- 
gungsgatter 351, eine Inverterschaltung 352 und einen P- 
Kanal-MOS-Transistor 353, um den Treibertransistor 350 
als Reaktion auf ein Testmodussignal TE2, das im folgenden 
beschrieben wird, zu aktivieren/deaktivieren. Hier empfan- 
gen das Ubertragungsgatter 304 und eine Inverterschaltung 
305 ein Testmodussignal TE1, das im folgenden beschrie- 
ben wird, anstatt des Testmodussignales TE in Fig. 2. 

Diese interne Versorgungsschaltung enthalt zusatzlich zu 
einem Spannungsabsenkkonverter 300 zwei Treibertransi- 
storen 303 und 350 und zwei Schaltungen (304 bis 306 und 
351 und 353) zum entsprechenden Deaktivieren dieser TYan- 
sistoren. 

Fig. 9 ist ein Blockdiagramm, das einen Aufbau einer 
Testmoduserfassungsschaltung fur die interne Versorgungs- 
spannungsschaltung von Fig. 8 zeigt. Diese Testmoduser- 
fassungsschaltung wird anstatt der Testmoduserfassungs- 
schaltung 31 in der oben beschriebenen ersten Ausfuhrungs- 
form verwendet. Wie in Fig. 9 gezeigt ist, enthalt diese Test- 
moduserfassungsschaltung eine WCBR-Erfassungsschal- 
tung 32 und eine Super- VIH-Erfassungsschaltung 33, wie in 
der ersten Ausfuhrungsform, und sie enthalt weiterhin eine 
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AdreBerfassungsschaltung 36. 

Die AdreBerfassungsschaltung 36 wird als Reaktion auf 
das Testmodussignal von der Super-VIH-Erfassungsschal- 
tune 33 aktiviert und sie erzeugt die Testmodussignale lbl 
und TE2 entsprechend einer Kombination der AdreBsignale 

A2undA3. . ' . „ 

Fig. 10 ist ein Schaltungsdiagramm, das einen speziellen 
Aufbau der AdreBerfassungsschaltung 36 in Fig. 9 zeigt. 
Wie in Fig. 10 gezeigt ist, enthalt die AdreBerfassungsschal- 
tung 36 NAND-Schaltungen 361 bis 364, Inverterschaltun- 
gen 365 bis 370 und Halteschaltungen (RS-rap-Hop-Schal- 
tuneen) 371 und 372. Die NAND-Schaltungen 361 und 362 
empfangen die AdreBsignale A2 und A3 entsprechend und 
beide empfangen das Testmodussignal TE. Die Halteschal- 
tungen 371 und 372 erzeugen entsprechend Testmodussi- 
gnale TE1 und TE2 und sie werden als Reaktion auf ein Zu- 
riicksetzsignal RST zuriickgesetzt. 

Wie in den Timingdiagrammen von Fig. 11 A bis *ig. 1 1* 
gezeigt ist, wird das Testmodussignal TE in den H-Pegel ak- 
tiviert wie in der ersten Ausfuhrungsform, wenn das 20 
WCBR und das Super- VIH erfaBt werden. Em H- oder L- 
PeeeladreBsignal A2 kann in den AdreBanschluB 28 einge- 
geben werden und ein H- oder L-Pegel-AdreBsignal A3 
kann unabhangig in den AdreBanschluB 28 eingegeben wer- 
den Die Testmodussignale TE1 und TE2 mit H- oder L-Pe- 
gel werden entsprechend der Kombination von solchen 
AdreBsignalen A2 und A3 erzeugt. 

Wenn der oben beschriebene DRAM in dem Normalmo- 
dus ist, werden die Testmodussignale TBI und TE2 beide in 
den L-Pegel deaktiviert, so daB die Treibertransistoren 303 
und 350 parallel mit dem Treibertransistor 302 verbunden 

WC Wenn die obige interne Versorgungsschaltung in dem 
Normalmodus schwingt, wird zurnindest eines der Testmo- 
dussignale TE1 und TE2 in den H-Pegel aktiviert. Die Akti- 
vierung des Testmodussignals TE1 trennt den Treibertransi- 
stor 303. Die Aktivierung des Testmodussignales TE2 trennt 
den Treibertransistor 350. Die Aktivierung von beiden Test- 
modussignalen TE1 und TE2 trennt beide Treibertransisto- 
ren 303 und 350. Daher kann, sogar wenn die interne Ver- 
sorgungsschaltung nach der Herstellung des DRAM-Onps 
schwingt, die Gatebreite des Treibertransistors, der nicht 
schwingt und der geniigend Strom liefern kann, auf dem ak- 
tuellen Chip bestimmt werden. 

Entsprechend der oben beschriebenen dntten Ausfuh- 
rungsform werden eine Mehrzahl von Treibertransistoren 
303 350 selektiv durch Empfangen des WCBR und des 
AdreBschlussels deaktiviert, so daB die Gatebreite der Trei- 
bertransistoren genauer als in der obigen ersten Ausfuh- 
rungsform optimiert werden kann. 

Wie in der obigen dritten Ausfuhrungsform kann die in- 
terne Versorgungsschaltung eine Mehrzahl von Treibertran- 
sistoren aufweisen, die selektiv deaktiviert werden konnen. 
Ahnlich kann die interne Versorgungsschaltung eine Menr- 
zahl von Spannungsabsenkkonvertoren aufweisen, die se- 55 
lektiv deaktiviert werden konnen. Auch eine Mehrzahl von 
Treibertransistoren oder von Spannungsabsenkkonvertoren 
konnen selektiv mit der Aktivierung des Testfreigabesignals 
aktiviert werden. 

Vierte Ausfuhrungsform 

Fig. 12 ist ein Schaltungsdiagramm, das einen speziellen 
Aufbau einer internen Versorgungsschaltung in einem 
DRAM entsprechend der vierten Ausfuhrungsform zeigt. 
Wie in Fig. 12 gezeigt ist, weist diese interne Versorgungs- 
schaltung zusatzlich zu dem Aufbau von Fig. 2 eine Siche- 
rung 380 auf, die mit einem Treibertransistor 303 in Reihe 



geschaltet ist. ' T 

Hier deaktivieren ein Ubertragungsgatter 304, eine hiver- 
terschaltung 305 und ein P-Kanal-MOS-Transistor 306 vor- 
iibergehend den Treibertransistor 303 als Reaktion auf em 
5 Testmodussignal TE. Die Sicherung 380 ist beispielsweise 
aus Polysilizium und sie deaktiviert oder aktiviert den Trei- 
bertransistor 303 normalerweise. Obwohl das Testmodussi- 
gnal TE wiinschenswert als Reaktion auf das Erfassen des 
WCBR und des AdreBschlussels, wie in der obigen ersten 
10 Ausfuhrungsform, erzeugt wird, kann es zum Beispiel durch 
eine sogenannte AnschiuBoption erzeugt werden. 

Da das Testmodussignal TE inaktiv ist, wenn der DRAM, 
der die obige interne Versorgungsschaltung aufweist, m dem 
normalen Modus ist, ist der Treibertransistor 303 mit einem 
Treibertransistor 302 parallel verbunden. Hier ist die Siche- 
rung 380 nicht weggeschmolzen bzw. entfernt. 

Wenn diese interne Versorgungsschaltung nach der Her- 
stellung eines DRAM-Chips schwingt, wird das Testmodus- 
signal TE aktiviert, so daB der Treibertransistor 303 vor- 
ubergehend von dem Treibertransistor 302 getrennt wird. 

Wenn jedoch die Schwingung unabhangig von der we- 
sentiichen Gatebreite des Treibertransistors verursacht wird, 
stoppt die Trennung des Treibertransistors 303 die Schwin- 
gung nicht. In diesem Fall wird der Treibertransistor 303 
wieder mit dem Treibertransistor 302 parallel verbunden. 

Wenn andererseits die Schwingung durch die wesentliche 
Gatebreite des Treibertransistors erheblich verursacht wird, 
stoppt die Trennung des Treibertransistors 303 die Schwin- 
gung. In diesem Fall wird die Sicherung 380 zum Beispiel 
durch Laserabstimmen physikalisch ehtfemt. Der Treiber- 
transistor 303 ist folglich von dem Treibertransistor 302 
dauerhaft getrennt. Daher ist die Gatebreite des Treibertran- 
sistors optimiert, so daB die Schwingung nicht verursacht 
wird und ausreichend Strom geliefert werden kann. Als br- 
gebnis kann ein DRAM mit einer optimal eingestellten in- 
ternen Versorgungsschaltung zur Verfugung gestellt werden. 

Entsprechend der obigen vierten Ausfuhrungsform kann 
die wesentliche Gatebreite des Treibertransistors, da die Si- 
cherung 380, die den Treibertransistor 303 dauerhaft deakti- 
viert, zusatzlich zu einer Schaltung (304 bis 306) zum vor- 
iibergehenden Deaktivieren des Treibertransistors 303 zur 
Verfugung gestellt ist, nachdem eine optimale Gatebreite 
durch vonibergehendes Schmalermachen der wesentlichen 
Gatebreite eines Treibertransistors in der internen Versor- 
gungsschaltung wahrend der Massenproduktion eines 
DRAM-Chips bestimmt ist, dauerhaft durch Entfernen der 
Sicherung 380 schmaler gemacht werden. 
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Fiinfte Ausfuhrungsform 

Fig, 13 ist ein Schaltungsmagramm, das einen speziellen 
Aufbau einer internen Versorgungsschaltung in einem 
DRAM entsprechend mit der fiinften Ausfuhrungsform 
zeigt. Wie in Fig. 1 3 gezeigt ist, enthalt diese interne Versor- 
gungsschaltung zusatzlich zu dem Aufbau von Fig. 7 Siche- 
rungen 390 und 391, die zum Beispiel aus Polysilizium sind, 
urn den Treibertransistor 342 normalerweise zu deaktivieren 
oder zu aktivieren. Die Sicherung 390 ist mit dem N-Kanal- 
MOS-Transistor 344 in Reihe verbunden. Die Sicherung 
391 ist mit dem Treibertransistor 342 in Reihe verbunden. 

Da ein Testmodussignal TE inaktiv ist, wenn der DRAM 
mit der internen Versorgungsschaltung, die wie oben aufge- 
baut ist, in einem normalen Modus ist, ist ein zweiter Span- 
nungsabsenkkonverter 340 aktiviert. Hier sind die Siche- 
rung 390 und 391 nicht entfemt. 

Wenn diese interne Versorgungsschaltung nach der Her- 
stellung eines DRAM-Chips schwingt, wird das Testmodus- 
signal TE aktiviert. Da der zweite Spannungsabsenkkonver- 
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ter 340 folglich deaktiviert wird, wird die wesentliche Gate- 
breite der Treibertransistoren in dieser internen Versor- 
gungsschaltung schmaler. Wenn dies die Schwingung 
stoppt, werden die Sicherungen 390 und 391 physikalisch 
entfernt und somit wird der zweite Spannungsabsenkkon- 5 
verter 340 dauerhaft deaktiviert. Daher. wird ein DRAM mit 
einer optimierten wesentlichen Gatebreite der Treibertransi- 
storen in einer internen Versorgungsschaltung zur Verfu- 
gung gestellt. 

Die obige fiinfte Ausfiihrungsform kann die gleichen Er- 10 
gebnisse wie die vierte Ausfiihrungsform zur Verfugung 
stellen. 

Obwohl die interne Versorgungsschaltung in der vierten 
Ausfuhrungsform einen Treibertransistor 303 aufweist, der 
selektiv deaktiviert werden kann, und die interne Versor- 15 
gungsschaltung in der funften Ausfuhrungsform einen 
Spannungsabsenkkonverter 340 aufweist, der selektiv deak- 
tiviert werden kann, kann die interne Versorgungsschaltung 
eine Mehrzahl von Treibertransistoren oder Spannungsab- 
senkkonvertoren aufweisen, die selektiv deaktiviert werden 20 
konnen, wie in der dritten Ausfuhrungsform. 

Auch kann anstatt von Sicherungen 390, 391, die durch 
einen Laser entfernt werden, eine Sicherung benutzt wer- 
den, die leitet, wenh ein Gateoxidfilm durchbrochen wird 
aufgrund der Anwendung von Hochspannung. Weiterhin 25 
kann eine Sicherung, die einen reversiblen nicht-fluchtigen 
Speicher aufweist* anstatt einer nicht-reversiblen Sicherung, 
wie oben, benutzt werden. 

Patentanspruche 30 

1. Halbleiterschaltungseinrichtung, die eine exteme 
Versorgungsspannung (extVCC) empfangt und die ei- 
nen Normalmodus und einen Testmodus aufweist, mit 
einer internen Schaltungsanordnung (10-22), die mit 35 

. einem internen Versorgungsknoten (2) verbunden ist 
und einen vorbestimmten Betrieb durchfiihrt, 
einer ersten internen Versorgungseinrichtung (300), die 
mit einem externen Versorgungsknoten (1), der die ex- 
terne Versorgungsspannung (extVCC) empfangt, ver- 40 
bunden ist, zum Versorgen des internen Versorgungs- 
knotens (2) mit einer internen Versorgungsspannung 
(intVCC), die kleiner ist als die externe Versorgungs- 
spannung (extVCC), 

einer zweiten internen Versorgungseinrichtung (303, 45 
304), die mit dem externen Versorgungsknoten (1) ver- 
bunden ist, zum Versorgen des internen Versorgungs- 
knotens (2) mit der internen Versorgungsspannung 
(intVCC), 

einer Erfassungseinrichtung (31—33, 36), die auf Steu- 50 
ersignale (int/RAS, int/CAS, int/WE, Al) reagiert, die 
extern in einem vorbestimmten Timing geliefert wer- 
den, zum Erfassen des Testmodus und Erzeugen eines 
ersten Testmodussignales (TE, TE1) und einer Aktivie- 
rungs-ZDeaktivierungseinrichtung (304-306, 55 

343-346), die auf das erste Testmodussignal (TE, TE1) 
reagiert, zum Aktivieren/Deaktivieren der zweiten in- 
. tern en Versorgungseinrichtung (303, 340). 

2. Halbleiterschaltungseinrichtung nach Anspruch 1 
mit 60 
einer Mehrzahl von AdreBanschlussen (28), die ein 
Zeilen- und ein SpaltenadreBsignal (Al-An) empfan- 
gen, 

wobei die interne Schaltungsanordnung (10-22) 

ein Speicherzellenfeld (10) mit einer Mehrzahl von 65 

Speicherzellen, die in Zeilen und Spalten angeordnet 

sind, 

einen Adrefipuffer (11), der das ZeilenadreBsignal 
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(Al-An) als Reaktion auf ein ZeilenadreBauslosesi- 
gnal (int/RAS) und das SpaltenadreBsignal (Al-An) 
als Reaktion auf ein SpaltenadreBauslosesignal (int/ 
CAS) empfangt, 

einen Zeilendekoder (12), der eine Zeile des Speicher- 
zellenfeldes (10) als Reaktion auf das ZeilenadreBsi- 
gnal (Al-An) von dem AdreBpuffer (11) auswahlt, 
einen Spaltendekoder (13), der eine Spalte des Spei- 
cherzellenfeldes (10) als Reaktion auf das Spalten- 
adreBsignal (Al-An) von dem AdreBpuffer (11) aus- 
wahlt, und 

eine Schreibeinrichtung (17), die auf ein Schreibfreiga- 
besignal (int/WE) reagiert, zum Schreiben eines.Daten- 
signals in eine Speicherzelle, die in einer durch den 
Zeilendekoder (12) ausgewahlten Zeile' und in einer 
durch den Spaltendekoder (13) ausgewahlten Spalte 
angeordnet sind, aufweist, 
wobei die Erfassungsschaltung (31-33, 36) 
eine Einrichtung (32) zum Erzeugen eines zweiten 
Testmodussignales (WCBR), wenn das SpaltenadreB- 
auslosesignal (int/CAS) und das Schreibfreigabesignal 
(int/WE) vor dem Aktivieren des ZeilenadreBauslose- 
signales (int/RAS) aktiviert sind, und 
eine Einrichtung (33), die zumindest mit einem der 
AdreBanschlusse (28) verbunden ist, zum Erzeugen des 
ersten Testmodussignales (TE), wenn das zweite Test- 
.modussignai (WCBR) aktiviert ist und eine Spannung 
(Super- VM), die groBer ist als die interne Versor- 
gungsspannung (intVCC), zu dem zumindest einen der 
AdreBanschlusse (28) geliefert wird, aufweist. 

3. Halbleiterschaltungseinrichtung nach Anspruch 1 
oder 2, wobei 

die erste interne Versorgungseinrichtung (300) 
einen Differenzverstarker (301), der einen invertierten 
EingabeanschluB (-), der eine Referenzspannung 
(VREF) empfangt, und einen nicht-invertierten Einga T 
beanschluB (+), der mit dem internen Versorgungskno- 
ten (2) verbunden ist, aufweist, und 
einen ersten Treibertransistor (302), dessen Gate mit 
einem AusgabeanschluB des Differenzverstarkers 
(301) verbunden ist und der zwischen dem externen 
Versorgungsknoten (1) und dem internen Versorgungs- 
knoten (2) geschaltet ist, aufweist, 
wobei das zweite interne Versorgungsmittel 
einen zweiten Treibertransistor (303), dessen Gate mit 
dem AusgabeanschluB des Differenzverstarkers (301) 
verbunden ist und der zwischen dem externen Versor- 
gungsknoten (1) und dem internen Versorgungsknoten 
(2) geschaltet ist, aufweist. 

4. Halbleiterschaltungseinrichtung nach Anspruch 3, 
wobei die Aktivierungs-ZDeaktivierungseinrichtung 
eine Schalteinrichtung (304), die zwischen dem Ausga- 
beanschluB des Differenzverstarkers (301) und einem 
Gate des Treibertransistors (303) geschaltet ist und die 
als Reaktion auf das erste Testmodussignal (TE, TE1) 
eingeschaltet/ausgeschaltet wird, und eine Einrichtung 
(306), die auf das erste Testmodussignal (TE, TE1) rea- 
giert, zum Ausschalten des zweiten Treibertransistors 
(303), wenn die Schalteinrichtung (304) ausgeschaltet 
ist. 

5. Halbleiterschaltungseinrichtung nach Anspruch 1 
oder 2, wobei 

die erste interne Versorgungseinrichtung (300) 
einen ersten Differenzverstarker (301), der einen inver- 
tierten EingabeanschluB (-), der eine erste Referenz- 
spannung (VREF) empfangt, und einen nicht-invertier- 
ten EingabeanschluB (+), der mit dem intemen Versor- 
gungsknoten (2) verbunden ist, aufweist, und 
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einen ersten Treibertransistor (302), dessen Gate mit 
einem AusgabeanschluB des ersten Differenzverstar- 
kers (301) verbunden ist und der zwischen dem exter- 
nen Versorgungsknoten (1) und dem internen Versor- 
gungsknoten (2) geschaltet ist, aufweist, 
wobei die zweite interne Versorgungseinnchtung 
einen zweiten Differenzverstarker (341), der einen in- 
vertierten EingabeanschluB (-), der eine zweite Refe- 
renzspannung (VREF) empfangt, und einen mcht-in- 
vertierten EingabeanschluB (+), der mit dem internen 
Versorgungsknoten (2) verbunden ist, aufweist, und 
einen zweiten Treibertransistor (342), dessen Gate mit 
einem AusgabeanschluB des zweiten Differenzverstar- 
kers (341) verbunden ist und der zwischen dem exter- 
nen Versorgungsknoten (1) und dem internen Versor- 
gungsknoten (2) geschaltet ist, aufweist. 
6 Halbleiterschaltungseinrichtung nach Anspruch 5, 
wobei die Aktivierungs-/Deaktivierungseinrichtung 
eine Schalteinrichtung (344), die mit einem Versor- 
gungsanschluB des zweiten Differenzverstarkers (341) 20 
verbunden ist und die als Reaktion auf das erste Test- 
modussignal (TE) eingeschaltet/ausgeschaltet wird, 

emt Einrichtung (346), die auf das erste Testmodussi- 
gnal (TE) reagiert, zum Ausschalten des zweiten Trei- 25 
bertransistors (342), wenn die Schalteinrichtung (344) 
ausgeschaltet ist, aufweist. 

7 Halbleiterschaltungseinrichtung, die eine externe 
Versorgungsspannung (extVCC) empfangt und die ei- 
nen Normalmodus und einen Testmodus aufweist, mit 
einer internen Schaltungsanordnung (10-22), die mit 
einem internen Versorgungsknoten (2) verbunden ist 
und einen vorbestimmten Betrieb durchfuhrt, 
einer ersten internen Versorgungseinnchtung (300), die 
mit dem externen Versorgungsknoten (1), der die ex- 
terne Versorgungsspannung (extVCC) empfangt, ver- 
bunden ist, zum Versorgen des internen Versorgungs- 
knotens (2) mit einer internen Versorgungsspannung 
(intVCC), die kleiner ist als die externe Versorgungs- 
spannung (extVCC), 

einer zweiten internen Versorgungseinnchtung («3U3, 
340), die mit dem externen Versorgungsknoten (1) ver- 
bunden ist, zum Versorgen des internen Versorgungs- 
knotens (2) mit der internen Versorgungsspannung 
(intVCC), 

einer Erfassungseinrichtung (3), die den Testmodus er- 
f aBt und ein Testmodussignal (TE) erzeugt, 
einer ersten Deaktivierungseinrichtung (304-306, 
343-346), die auf das Testmodussignal (TE) reagiert, 
zum voriibergehenden Deaktivieren der zweiten inter- 
nen Versorgungseinnchtung (303, 340) und 
einer zweiten Deaktivierungseinrichtung (380, 390, 
391), die die zweite interne Versorgungseinnchtung 
(303, 340) normalerweise deaktiviert 
8. Halbleiterschaltungseinrichtung nach Anspruch 7, 
wobei die erste interne Versorgungseinnchtung (300) 
einen Differenzverstarker (301), der einen invertierten 
EingabeanschluB (-), der eine Referenzspannung 
(VREF) empfangt, und einen nicht-invertierten Einga- 
beanschluB (+), der mit dem internen Versorgungskno- 60 
ten (2) verbunden ist, aufweist, und 
einen ersten Treibertransistor (302), dessen Gate mit 
einem AusgabeanschluB des Differenzverstarkers 
(301) verbunden ist und der zwischen dem externen 
Versorgungsknoten (1) und dem internen Versorgungs- 65 
knoten (2) geschaltet ist, aufweist, 
wobei die zweite interne Versorgungseinnchtung 
einen zweiten Treibertransistor (303), dessen Gate mit 
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einem AusgabeanschluB des Differenzverstarkers 
(301) verbunden ist und der zwischen dem externen 
Versorgungsknoten (1) und dem internen Versorgungs- 
knoten (2) geschaltet ist, aufweist. 
9. Halbleiterschaltungseinrichtung nach Ans P™ c !\ 
wobei die Deaktivierungseinrichtung (304-306, - 
343-346) 

eine Schalteinrichtung (304), die zwischen dem Ausga- 
beanschluB des Differenzverstarkers (301) und einem 
Gate des zweiten Treibertransistors (303) geschaltet ist 
und die als Reaktion auf das Testmodussignal (TE) aus- 
geschaltet ist, und 0 . 

eine Einrichtung (306), die auf das erste Testmodussi- 
gnal (TE) reagiert, zum Ausschalten des zweiten trei- 
bertransistors (303), aufweist. 

10 Halbleiterschaltungseinrichtung nach Anspruch S 
oder 9, wobei die zweite Deaktivierungseinnchtung 
(380 390 391) eine Sicherung (380) aufweist, die mit 
dem zweiten Treibertransistors (303) in Reihe geschal- 
tet ist. 

11. Halbleiterschaltungseinrichtung nach Anspruch /, 
wobei die erste interne Versorgungseinnchtung (300) 
einen ersten Differenzverstarker (31), der einen inver- 
tierten EingabeanschluB (-), der eine erste Referenz- 
spannung (VREF) empfangt, und einen nicht-myertier- 
ten EingabeanschluB (+), der mit dem internen Versor- 
gungsknoten (2) verbunden ist, aufweist, und 
einen ersten Treibertransistor (302), dessen Gate mit 
einem AusgabeanschluB des Differenzverstarkers 
(301) verbunden ist und der zwischen dem externen 
Versorgungsknoten (1) und dem internen Versorgungs- 
knoten (2) geschaltet ist, aufweist, 
wobei die zweite interne Versorgungseinnchtung (34U) 
einen Differenzverstarker (341), der einen invertierten 
EingabeanschluB (-), der eine zweite Referenzspan- 
nung (VREF) empfangt, und einen nicht-invertierten 
EingabeanschluB (+), der mit dem intemen Versor- 
gungsknoten (2) verbunden ist, aufweist, und 
einen zweiten Treibertransistor (342), dessen Gate mit 
einem AusgabeanschluB des zweiten Differenzverstar- 
kers (341) verbunden ist und der zwischen dem exter- 
nen Versorgungsknoten (1) und dem internen Versor- 
gungsknoten (2) geschaltet ist, aufweist. 
12. Halbleiterschaltungseinrichtung nach Anspruch 
11 wobei die erste Deaktivierungseinrichtung 
eine erste Schalteinrichtung (344), die mit einem Ver- 
sorgungsanschluB des zweiten Differenzverstarkers 
(341) verbunden ist und die als Reaktion auf das Test- 
modussignal (TE) ausgeschaltet ist, und 4 
eine Einrichtung (346), die auf das Testmodussignal 
(TE) reagiert, zum Ausschalten des zweiten Treiber- 
transistors (342) aufweist. 

13. Halbleiterschaltungseinrichtung nach Anspruch 
12 wobei die zweite Deaktivierungseinrichtung 
eine erste Sicherung (390), die mit der Schalteinnch- 
tung (344) in Reihe geschaltet ist, und 
eine zweite Sicherung (391), ciie mit dem zweiten Trei- 
bertransistor (342) in Reihe geschaltet ist, aufweist. 
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